
اصول مهندسی سرامیک ها

الکتریکیخواص 

هدایت
تراز فرمی

N-type  P-type

محاسبه هدایت الکتریکی
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N-typeنيمه هادي  نيمه هادي ذاتیP-typeنيمه هادي 



تغيير هدايت با افزودن ناخالصی
Donorالكترون دهنده 

تغيير هدايت با افزودن ناخالصی
Acceptorالكترن گيرنده 

Materi
al

Energy gap (eV)

0K 300K

Si 1.17 1.11

Ge 0.74 0.66

InSb 0.23 0.17

InAs 0.43 0.36

InP 1.42 1.27

GaP 2.32 2.25

GaAs 1.52 1.43

GaSb 0.81 0.68

CdSe 1.84 1.74

CdTe 1.61 1.44

ZnO 3.44 3.2

ZnS 3.91 3.6

انرژي بند گپ انواع نيمه هادي ها



رسانش در نیمه هادي
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.اضافه شدهSiبه Alاز عنصر 1ppbمقدار 

asi=0.543nm µh=0.0425 .m2v-1.sec-1 e=1.6*10-19 c

؟σمقدارهدايت اين ماده  

رسانش در نیمه هادي

:در واحد حجم را محاسبه می كنیم  Alابتدا غلظت اتمهاي : حل
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